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В настоящее время широкозонные полупроводники активно применяются в устройствах связи, силовой, экстремальной и высокотемпературной электронике. Ввиду исключительных электрофизических характеристик, одним из самых перспективных материалов для данных применений является монокристаллический алмаз (ширина запрещённой зоны 5.45 эВ) легированный бором (p-тип проводимости).
В данной работе исследовался CVD образец монокристаллического алмаза, с концентрацией примеси бора [image: image2.png]1.4-10%cem



 (по данным SIMS). Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) были измерены в широком диапазоне температур от 235 до 445 К, в диапазоне частот тестового сигнала от 1кГц до 1 МГц. С целью получить информацию о концентрации носителей заряда в образце, экспериментальные ВФХ были продифференцированы с помощью следующего выражения [1]:
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 – площадь контакта, [image: image7.png]pCV



 – наблюдаемая концентрация носителей заряда.
Рассчитанная из (1) наблюдаемая концентрация НЗ имеет разное поведение для 235 и 445 K: при высокой температуре вся примесь ионизована, однако, с понижением температуры и увеличением частоты концентрация уменьшается из-за неполной ионизации примеси. В статье [2] авторы наблюдали схожее поведение концентрации свободных носителей заряда в 4H-SiC, и предложили моделировать экспериментальные данные с учетом концентрации ионизованных акцепторов, скорости эмиссии носителей заряда из ловушки в валентную зону, и концентрации примеси в образце.
Для проведения моделирования экспериментальных данных было написано программное обеспечение в среде MatLab, полученные результаты представлены на рисунке 1. Высокочастотные и высокотемпературные результаты моделирования (штриховая линия) сходятся с экспериментальными данными. Отклонение моделирования от экспериментальных данных на низких частотах при низких температурах обусловлено большим вкладом паразитных сопротивлений (в частности, большим сопротивлением квазинейтральной области), не учитываемых в модели. 
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	Рисунок 1. Наблюдаемая концентрация свободных носителей заряда в образце.
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